Tenze par - tlak nasycenych par

je tlak par, které jsou pFi urcité teploté v rovnovaze se svou kapalinou nebo

pevnou latkou.
e mé¥ime celkovy tlak v systému - pokud tlak ostatnich sloZek
zanedbatelny

e mé¥ime parcialni tlak - nemizZeme zanedbat ostatni slozky

Pozadavky:
e manometr nesmi rozklddat méreny plyn
e manometr nesmi ménit teplotu systému

témto pozadavkim nejlépe vyhovuji membranové manometry
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Specidlni tenzimetry

Hickmaniv tenzimetr

Schureriv tenzimetr - 1072 — 107° torr
kondenza¢ni metoda - kapaliny, 150-300 °C
metoda nosného plynu

eflizni metoda podle Volmera

Knudsenova efiizni metoda

ve specidlnich p¥ipadech lze pouZit ionizaéni manometr, nebo
hmotovy spektrometr (rozklad molekul)
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Obr. 7-41a. Hickmanniv tenzimetr
— destitka

-~ méfena latka

— osa otaceni

— ukazatel otoeni

— vlakno.

TQobrb

L. Paty: Fyzika nizkych tlakii, Academia, Praha 1968 = = = =
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Obr. 7-41b. Schiirertiv tenzimetr
T

— vldkno torsniho zavésu
S — solenoid
N

N\

— vyvaZujici télisko
VS — k &erpacimu systému.

2|. Paty: Fyzika nizkych tlakii, Academia, Praha 1968 -

=
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Obr. 7-42. Kondenza¢ni me-
toda
L, — vzorek latky, vloZeny pied
Y méfenim
L2

L, — zkondenzovand latka po

ochlazeni
O — misto odtaveni trubice se

zbytkem L,
T — termostat,

3L. Paty: Fyzika nizkych tlaki, Academia, Praha 1968 - =




Metoda nosného plynu

nad méfenou ldtkou proudi inertni plyn a odndsi paru méfeného plynu do
jiné &asti pfistroje kde dochazi ke kondenzaci

V,
P, =p_—P
Vo + V

P, - tenze par, V, - objem ptenesené pary za jednotku ¢asu, V' - objem
proslého nosného plynu, P - celkovy tlak
vhodna metoda pro 200 - 0.1 torr
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Eflizni metoda podle Volmera

Na tenkém vlakné je zavéSena komirka, kterd ma dva protilehlé otvory v
urcité vzdalenosti od osy rotace. Komiirka je v &erpané trubici a je
zah¥ivana vnéjsi pickou. Do komdrky se vloZi zkouman3 latka. Z dhlu
natoceni, plochy otvor(i, setrva¢nosti celého systému lze spoditat tenzi par.
M&Fici obor 1072 — 107> torr.
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Knudsenova efuzni metoda

Plocha s otvorem o ploSe A, na jedné strané otvoru tlak nasycenych par,

na druhé stran& nastava kondenzace.

AmkT
motAv,

M&¥ici obor 1072 — 10~> torr, teploty 200 - 2500 °C.

L F6450
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Mérka pro XHV vakuum

Bent Belt-Beam - ioniza¢ni manometr
e 3BG-03
e citlivost 5 ~ 8 x 1072 Pa~1
e min. tlak 5 x 10712 Pa
pro porovnani ionizaéni manometr z vak. praktika PBR 260
e rozsah m&Feni 5 x 10719 — 1000 hPa
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Aplikace v mikroelektronice

Microprocessor Transistor Counts 1971-2011 & Moore’s Law
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Modular MFZ Gate Valve
;rocess — 3 /
ones MPZ View
2 #4 Port
e Robotic Arm #
MPZ MPZ
1 4
Isolation and .
Sputtering
#1 Transfer Zone #7 Chamber
#0
Park MPZ
View 5 CcvD
Port L | Load
Lock
Door withViewport = Substrate Entry

"F.OHanlon: A Users Gaude to Vacuum Technology, Wiley (2003)
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Urychlovace castic

velka st¥edni volnd drdha

LHC, synchrotrony, ...

zakladni vyzkum - &asticova fyzika materidly, biologie, medicina
farmaceuticky primysl

[é¢eni rakoviny

L F6450
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Synchrotron

8http://en.wikipedia.org/
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Elektronové mikroskopy

katoda termoemisni < 1072Pa

katoda autoemisni studend emise < 1078Pa

Schottkyho katoda < 107®Pa

prodlouZeni Zivotnosti, vyssi stabilita, uZsi svazek elektroni

vyhody autoemise - niZsi rozptyl energii elektroni = mensi stopa,
vétsi rozliseni
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Plazmové okno

PLASMA \WINDOW

The stabilised plug of plasma seals the vacuum chamber to air but allows the electron beam to pass through

(Ceramic insulator

(Copper cooling ring.

pin i Air pumped to
maintain vacuum

Plate ta accelerate
felectron beam

AIR PRESSURE (Copper casling pipes

10
Ohttp://www.newscientist.com
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Materialy - doplnéni

e barierové vrstvy napt. TiN pro H;
e Mu - metal
e stinéni magnetického pole
e slozeni: 77% Ni, 16% Fe, 5 %Cu, 2% Cr nebo Mo

e Beriliovd m&d - Cu + 2% Be

L TRy



Sklokeramika

polykrystalicky materidl, za¢atky 1968

mald tepelna roztaznost, mensi nez u kfemene

vysokd homogenita

tvrdost podobna jako borokfemicité sklo, dob¥e se lesti

dobra adheze vrstev

mald propustnost pro He

neporézni

dobra chemicka odolnost

vyroba sklokeramickych desek pro varice

vyroba zrcadel pro dalekohledy, Keck | a Il (10 m), VLT (8.2 m) ...
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Vodni para ve vakuovych systémech

10
T IM

107 3;
@ 107 e
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Time (s)
Fig. 4.8 Outgassing ts for different H;O exposures during venting
stainless steel chamber of inner surface arca 0.47427 ? A of's e

m". o Ambient air exposcd, 7.8 ml
bsorbed; A 600 ml exposed, 16.8 ml absorboed; + 400 mi exp

d, 9.2 m] absorbed:
ml exposed, 7.2 ml absorbed; 0 100 mi exp =3.6m|w*|omm&'{31$
absorbed; @ N, gas with <10 ppm H;0 exposed, 0.7 mi absorbed; ® dry N, gas
0.017 ml absorbed; Reprinted with permission from J. Vac.ScLchhnLA.ll,p.l?&.M
Li and H. F. Dylla. Copyright 1993, AVS-The Science and Technology Society. )
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T=22°C  1,=9800s T=27.3C  1,=4908s
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T=100°C T,=16s T=27.3C 1,=4908 s

Fig. 48 The total residence time for a water molecule after two bouncos from a metal
surface is shown to be the same for two sets of surface temperatures; a sticking coef_ﬂc‘umt
of one was assumed. This example illustrates the necessity of baking all surfaces within a

vacuum chamber. Unbaked surfaces dominate the behavior of the system.

12
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Typicka kfivka €erpani vakuové komory

Surface Desorption
(t") ’

Pressure (Log,, P)

Time (L091o t)

Fig. 4.10 Rate limiting steps during the pumping of a vacuum chamber.

- 74 Qo QD +QE
P=Pe™ +22 42245
13

13F OHanlon: A Users Gaude to Vacuum Technology, Wiley (2003)
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Ceska vakuova spolec¢nost

zpravodaj
Pragovak
Letni Skoly vakuové techniky

www.vakspol.cz
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